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フィルムベースエレクトロニクス用電子デバイス作製の

ために，山口大学大学院理工学研究科諸橋信一によっ

て開発された低ダメージ・高速堆積を特徴とするハイブリ

ッド対向スパッタ 1,2)による，ITO 透明導電膜をパターニン

グされたレジスト上に成膜し，(a)リフトオフプロセスができ

るかどうかの検討，(b)リフトオフプロセスによる微細パター

ン ITO 薄膜の，デバイスパラメーター評価装置の４探針

測定による室温での電気的評価を行う。 

１．概要（Summary） 

 

【利用した主な装置】 
２．実験（Experimental） 

触針式段差計，デバイスパラメーター評価装置, 短波

長レーザー顕微鏡(OLS-4100) 
 

【実験方法】 

山口大学で作製したリフトオフ用パターン（パターンサ

イズ 300 x300 μm2と 700 x 700μm2の 2 種類）のガラス

マスクを用いて，NPF で通常のフォトレジストプロセスでコ

ンタクトマスクアライナー（MJB4）を用いて，50x50mm2

の無アルカリガラス基板上に，技術代行でパターン転写し

てもらった。このパターン転写したガラス基板を山口大学

に送付してもらい山口大学のハイブリッド対向スパッタを

用いて，As-depo 成膜で膜厚 100 nm の ITO 薄膜を，ス

パッタ DC 電流 2.3 A（堆積速度 107 nm/min）の条件で

高速堆積した。引き続き山口大学において，アセトン浸漬

+1 分間の超音波洗浄のみのプロセスで，容易にリフトオ

フは行うことができた。この試料を NPF に送付し，パター

ン形状の写真撮影，及び４探針プローブ抵抗測定法によ

る電気的評価を技術代行で実施してもらった。 
 
 

Fig. １にリフトオフ後の ITO薄膜パターン全景を示す。

２種類のパターン形状の ITO 薄膜について，Fig. 1 に示

す 700 x 700μm2のパターン L1-L3，300x300 μm2のパ

ターン s1-s3 を，4 探針プローブ抵抗測定法を用いて，室

温でのシート抵抗及び抵抗率測定を行った。その結果を

Table１に示す。2 種類のパターン形状，及び L1-L3，
s1-s3 間での有意な差はみられず，前回のフィルム基板

上の ITO 薄膜と同程度の 6 x 10-4Ω-cm 台の低抵抗率を

示した。この 300x300 
μm2のパターンサイズ

は実際のLEDにおけ

る ITO 電極パターン

サイズと同等であり，

LEDにおける ITO電

極作製方法に適用で

きる見通しが得られ，

ハイブリッド対向スパ

ッタの低ダメージ・高

速堆積の特徴を実証した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
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